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［緒言］次世代のフレキシブルエレクトロニクスの材料として，有機半導体が注目を集め，盛ん

に研究が行われている．特に，正孔を伝導する p 型有機半導体については精力的な開発研究によ

り，アモルファスシリコンを超える移動度(>0.5 cm2/Vs)を示す有機半導体が数多く報告されている．

その多くが棒状分子であったが，ごく最近我々は分子に「屈曲」と言う概念を導入した新しい有

機半導体群を開発し，一連の屈曲型有機半導体分子は，単結晶トランジスタで高い移動度を示す

ことを報告した 1．本研究では，一連の屈曲型有機半導体分子のうち，酸素および硫黄架橋Ｖ字型

ビナフタレン（DNF–V，DNT–V）およびビアントラセン（DAF–V，DAT–V）半導体分子につい

て，単結晶構造解析，バンド構造計算，および異なる単結晶方位の移動度測定を行い，V 字型分

子群の伝導の異方性について報告する． 

［実験と結果］一連の V 字型分子の結晶構造解析の

結果を比較したところ，すべて二次元伝導に適したヘ

リングボーン構造を有していることがわかった．また，

屈曲した分子構造を示していることが明らかとなった．

物理気相輸送法により良質な薄片状結晶を成長させ，

ヘリングボーンのカラム方向およびカラム垂直方向の

移動度を測定したところ，分子の中で DAT–V 単結晶

の移動度が最も高く 2.0 cm2/Vsを示した．また，DNT–

Vは移動度が 1.5 cm2/Vsを示したが，カラム方向とカ

ラム垂直方向で移動度の違いがないことがわかった．単結晶構造を基にしたバンド構造計算をし

たところ，DNT–Vはカラム方向およびカラム垂直方向で同じ有効質量を示し，その他の分子では

カラム垂直方向で小さい有効質量を示すことが明らかになった 2． 

［参考文献］ 1 T. Okamoto and J. Takeya et al. Adv. Mater., 25, 6392 (2013). T. Okamoto and J. Takeya et al. 

Adv. Mater. 26, 4546 (2014). 2 T. Okamoto et al. Bull. Chem. Soc. Jpn., accepted. 

 

図. DAT–Vの結晶構造とバンド構造． 
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